LECCION 10. Transistores bipolares

LECCIONIMIO

TRANSISTORESI BIPOLLARES

Curvas caracteristicas y funcionamiento

Polarizacion de un transistor bipolar.
Recta de carga

Ejemplos de polarizacion
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° Transistor NPN | °

Saturacién
~le Activa I

\ D =400
40mA=~ VAT B =400pA

I =300
30mA T | B = 300A
2oma L= lg = 200pA
Joma |5 = 100pA

£ g =opa
< Corte Uee(V)
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%DIE
Zonas de funcionamiento
|B UBE UCE |c
ZONA DE CORTE | =0 | <OV = U, | =0
ZONA ACTIVA >0 ‘ ~ 0,6V ‘ >0,3V ‘ =Blg ‘
ZONA DE SATURACION | >0 ~ 0,6V | ~ 0V+0,3V | <Blg
Unién B-E Unién C-B
CORTE inversa inversa
ACTIVA directa | inversa ‘
SATURACION | directa | directa
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2DIE

Transistor ideal

Saturacion

N

30mA

20mA

10mA

lc

Uee(V)
é- Corte “

Act\iv/.\a B = Constante ‘
Ig = 400, A

) 5= Uge Sat. 0 activa = 0V ‘

|5 = 300pA
U saturacion = 0V ‘

g = 200pA
I corte=0 ‘

I = 100pA

lg = 0A
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#DIE
Polarizacion. Recta de carga
Recta de carga Ug =RBIB +Uge
Uce =Rele +Uge L= U, -Ug.
|, =—B_—BE
RB
Ve )
RC
S I
IC(A) B

. M Vee
PuntordeltrabajorA (VCE(A), IC(A)) Veew Uge

El punto de trabajo viene dado por el corte de la recta de carga y
la curva caracteristica para una determinada corriente de base Ig.
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Ejemplo I: Circuitos con transistores

Datos: Est4 .
- , Esta en corte?
Zor_la activa: o ¢ L_Ys _s OuA
B =100 F10V=Ug No = Ug =0V ® Ry
Vge = 0v
Zona saturacion: R.=1ka | Suponemos zona activa I =Blg —>Ic =5SmA
V, =0v
VCESfTOV | Recta de carga: Uce =Rl +Uge = Uge =5V
BE ~ ©
lc(mA)
o}
9 I\
8 \
; AN
6 \\
5 N Ig=501A
4
iiSuposicion i AN
correctal! A Vee(V)
5V 10V
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Ejemplo II: Circuitos con transistores

Datos:
Zona activa:

B =100
Vge = 0v
Zona saturacion:
Veesar = OV
Vge = 0v

¢ Esta en corte?

= UB =
No = Ug: =0V ls = RLIR,, 544pA

Suponemos zona activa I, =Bl = 54,4mA

Recta de carga

Uce =Rele +Uge —p Uge =—44,4V111

Imposible
jiiSuposicion
incorrecta!!

Silno)estalen CORTEMI enlzonal ACTIVASASATIURACION
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Ejemplo II: Circuitos con transistores

Datos:
Zona activa:

B =100

Vge = 0v

Zona saturacion:
Veesar = 0V
Vge = 0v

+10V=Uy,
O

Ug=5V

Punto del trabajo
(Saturacion)

Transistor en saturacion

U = 0V

Uc =Rgl; +Uge o1 =10mA

1g=544pA ..,
iiSuposicion
lc <Blg correcta!!
lc(mA)
I5=544pA
10 I5=100pA
N\,
\
\\
0 Vee(V)
10V
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Polarizacidon por resistencia de base

Datos: Calcular el valor de la resistencia de
Zona activa: polarizacion Rg para que el punto de
B =50 trabajo esté situado en zona activa.
Uge = Ov
Uge > Ov Ucc =Rglg+Uge =Rglg
Uce =Rcle+Uce
Por trabajar en zona activa: lc = flg
U l—&ﬂ =U, >0 = 1—&,6 >0
Rs Rs
1- &50 >0 = Re < 1
Rg Rz 50
Si Re=1k = Rg>50k
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Polarizaciéon automatica (l)

"0

Los dos circuitos son equivalentes. En el de la derecha se puede cortar
fisicamente por los puntos B y M, y obtener el Thévenin del circuito formado
por U..,Rg, ¥ Rg,, como puede verse en la siguiente transparencia.
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#DIE
Polarizacion automatica (ll)
Equivalente Thevenin |
1
@]
L 1.
Uce __U
" .0
U Rz R
u. - cc R R. = B1'B2
° Rg; +Rg, 5 ® Rgi +Rg,
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Polarizacion automatica (lll)

Uec U; =IgRg + U +(I; + )R
R, U, =U,. +Is[Rs+(B+1)R,]
e (@) l“ Uce =1cR¢ +Uce + (I +1c)Re
S ':}A Uce =Uge +He(Rg +%RE)
o U
° _l_ Earcornentelz dependerdensiip

S2EllpuntordertrabajeidependerdeNs
yidelarectarde’cargar
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ZDIE

Polarizacion automatica (IV): g >> 1
Uee En la zona activa: I, =8 I,
Uz =Ryl +Uge +R (B +1)

Recta de carga en zona activa:
Rs G l Uce =IcRc +U,, +RIs (B +1)
UCE .
si B >>1=> U =Uqe —Ic(Re +Rg)

U\* Uce =Uce +|c(Rc +RE)

U .
) *
. Ie
_I_ U#." b, ||35
= R.+Rg | |
B4
Si 3>>1, el acoplamiento a través les
de R; es despreciable. le
. lgg
U cc Vee
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%

Amplificacion de senal

El punto de trabajo Q varia con el valor de iy
y produce una i y una v senoidales.

Recta de carga
de cc.

AT T | Recta de carga_

de ca.
, —* Ueg
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